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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれが液晶層と前記液晶層に電圧を印加する複数の電極とを有し、行および列を有
するマトリクス状に配列された複数の絵素を備え、
　前記複数の絵素のそれぞれは、それぞれの前記液晶層に互いに異なる電圧を印加するこ
とができる第１副絵素および第２副絵素であって、ある階調において前記第１副絵素が前
記第２副絵素よりも高い輝度を呈する第１副絵素および第２副絵素を有し、
　前記第１副絵素および前記第２副絵素のそれぞれは、
　　対向電極と、前記液晶層を介して前記対向電極に対向する副絵素電極とによって形成
された液晶容量と、
　　それぞれが、前記副絵素電極に電気的に接続された補助容量電極と、絶縁層と、前記
絶縁層を介して前記補助容量電極と対向する補助容量対向電極とによって形成された、少
なくとも１つの補助容量と、
を有し、
　前記第１副絵素および前記第２副絵素のそれぞれの前記副絵素電極にある階調に対応す
る表示電圧が供給された後に、それぞれ対応する前記少なくとも１つの補助容量を介して
、前記第１副絵素の前記液晶容量に印加される電圧と前記第２副絵素の前記液晶容量に印
加される電圧との間に電圧差ΔＶαを生じさせる液晶表示装置であって、
　前記複数の絵素は前記電圧差ΔＶαの値が異なる絵素を含み、
　前記複数の絵素は、互いに異なる色を呈する複数の色絵素を含み、前記複数の色絵素は
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青色絵素および／またはシアン色絵素を含み、
　前記複数の色絵素の内で前記青色絵素および／または前記シアン色絵素におけるΔＶα
値が最も小さい、液晶表示装置。
【請求項２】
　それぞれが液晶層と前記液晶層に電圧を印加する複数の電極とを有し、行および列を有
するマトリクス状に配列された複数の絵素を備え、
　前記複数の絵素のそれぞれは、それぞれの前記液晶層に互いに異なる電圧を印加するこ
とができる第１副絵素および第２副絵素であって、ある階調において前記第１副絵素が前
記第２副絵素よりも高い輝度を呈する第１副絵素および第２副絵素を有し、
　前記第１副絵素および前記第２副絵素のそれぞれは、
　　対向電極と、前記液晶層を介して前記対向電極に対向する副絵素電極とによって形成
された液晶容量と、
　　それぞれが、前記副絵素電極に電気的に接続された補助容量電極と、絶縁層と、前記
絶縁層を介して前記補助容量電極と対向する補助容量対向電極とによって形成された、少
なくとも１つの補助容量と、
を有し、
　前記第１副絵素および前記第２副絵素のそれぞれの前記副絵素電極にある階調に対応す
る表示電圧が供給された後に、それぞれ対応する前記少なくとも１つの補助容量を介して
、前記第１副絵素の前記液晶容量に印加される電圧と前記第２副絵素の前記液晶容量に印
加される電圧との間に電圧差ΔＶαを生じさせる液晶表示装置であって、
　前記複数の絵素は前記電圧差ΔＶαの値が異なる絵素を含み、
　前記少なくとも１つの補助容量は１つの補助容量であって、
　前記対向電極は、前記第１副絵素および前記第２副絵素に対して共通の単一の電極であ
り、前記補助容量対向電極は、前記第１副絵素と前記第２副絵素とで電気的に独立であっ
て、前記補助容量対向電極に対応する補助容量配線を介して供給される補助容量対向電圧
の波形は、前記第１副絵素と前記第２副絵素との間で異なっており、
　前記複数の絵素は前記補助容量の容量値が異なる絵素を含む、液晶表示装置。
【請求項３】
　前記複数の絵素は、互いに異なる色を呈する複数の色絵素を含み、前記複数の色絵素は
青色絵素および／またはシアン色絵素を含み、
　前記複数の色絵素の内で前記青色絵素および／または前記シアン色絵素が有する前記補
助容量の容量値が最も小さい、請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記複数の色絵素は、赤色絵素および緑色絵素をさらに含み、前記青色絵素および／ま
たは前記シアン色絵素、前記緑色絵素、および前記赤色絵素が有するそれぞれの前記補助
容量の容量値をＣCS-B、ＣCS-C、ＣCS-GおよびＣCS-Rとすると、ＣCS-B≦ＣCS-C＜ＣCS-G

≦ＣCS-Rの関係を満足する、請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの補助容量は１つの補助容量であって、
　前記対向電極は、前記第１副絵素および前記第２副絵素に対して共通の単一の電極であ
り、前記補助容量対向電極は、前記第１副絵素と前記第２副絵素とで電気的に独立であっ
て、前記補助容量対向電極に対応する補助容量配線を介して供給される補助容量対向電圧
の波形は、前記第１副絵素と前記第２副絵素との間で異なっており、
　前記複数の絵素は前記液晶容量の容量値が異なる絵素を含む、請求項１に記載の液晶表
示装置。
【請求項６】
　ゲートバスラインと、ソースバスラインと、ＴＦＴとを更に有し、
　前記第１副絵素および前記第２副絵素のそれぞれは、前記副絵素電極に接続されたＴＦ
Ｔを有し、
　前記複数の絵素の内で前記電圧差ΔＶαの値が最も小さい絵素は、当該絵素が属する行
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に隣接する行のゲートバスラインとの間に形成された補助容量をさらに有する、請求項１
から５のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　ゲートバスラインと、ソースバスラインと、ＴＦＴとを更に有し、
　前記第１副絵素および前記第２副絵素のそれぞれは、前記副絵素電極に接続されたＴＦ
Ｔを有し、
　前記複数の絵素の内で前記電圧差ΔＶαの値が最も小さい絵素のＴＦＴのゲート・ドレ
イン間容量Ｃｇｄの値は、他の絵素のＴＦＴのゲート・ドレイン間容量Ｃｇｄの値よりも
小さい、請求項１から６のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記液晶層は、垂直配向型液晶層であって、ノーマリーブラックモードで表示を行う、
請求項１から７のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの補助容量は２つの補助容量を含み、
　前記対向電極は、前記第１副絵素および前記第２副絵素に対して共通の単一の電極であ
り、
　前記第１副絵素が有する前記２つの補助容量の補助容量対向電極は互いに電気的に独立
であり、かつ、前記第２副絵素が有する前記２つの補助容量の補助容量対向電極は互いに
電気的に独立である、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記第１副絵素が有する前記２つの補助容量は補助容量ＣＳ１Ａおよび補助容量ＣＳ１
Ｂであり、前記第２副絵素が有する前記２つの補助容量は補助容量ＣＳ２Ａおよび補助容
量ＣＳ２Ｂであり、
　補助容量ＣＳ１Ａおよび補助容量ＣＳ２Ｂの補助容量対向電極は同一の第１補助容量配
線に電気的に接続されており、
　補助容量ＣＳ１Ｂおよび補助容量ＣＳ２Ａの補助容量対向電極は同一の第２補助容量配
線に電気的に接続されており、
　前記第１補助容量配線と前記第２補助容量配線とは互いに電気的に独立である、請求項
９に記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
　前記補助容量ＣＳ１Ａ、ＣＳ１Ｂ、ＣＳ２ＡおよびＣＳ２Ｂの有する容量値をそれぞれ
Ｃｃｓ１Ａ、Ｃｃｓ１Ｂ、Ｃｃｓ２ＡおよびＣｃｓ２Ｂとし、Ｃｃｓ１α＝Ｃｃｓ１Ａ－
Ｃｃｓ１ＢおよびＣｃｓ２α＝Ｃｃｓ２Ａ－Ｃｃｓ２Ｂとするとき、
　前記複数の絵素は、Ｃｃｓ１αまたはＣｃｓ２αが異なる絵素を含む、請求項１０に記
載の液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記複数の絵素は、互いに異なる色を呈する複数の色絵素を含み、前記複数の色絵素は
青色絵素および／またはシアン色絵素を含み、
　前記複数の色絵素の内で前記青色絵素および／または前記シアン色絵素の前記Ｃｃｓ１
αおよびＣｃｓ２αの値が最も小さい、請求項１１に記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
　Ｃｃｓ１β＝Ｃｃｓ１Ａ＋Ｃｃｓ１ＢおよびＣｃｓ２β＝Ｃｃｓ２Ａ＋Ｃｃｓ２Ｂとす
るとき、
　Ｃｃｓ１βおよびＣｃｓ２βは前記複数の絵素の全てについて同一である、請求項１１
または１２に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関し、特に視野角特性に優れる液晶表示装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、液晶表示装置は、テレビジョン受像機（以下、「テレビ」という。）など大型の
表示装置として広く普及しつつある。
【０００３】
　テレビなどの大型の表示装置に用いられている液晶表示装置の１つに垂直配向型液晶層
を用いた、いわゆるＶＡモードの液晶表示装置がある（例えば、特許文献１）。
【０００４】
　従来のＶＡモードの液晶表示装置においては、正面視角（表示面法線方向から）と斜め
視角（極角が０より大）においてガンマカーブ（階調－輝度特性）が異なり、斜め視角に
おいては正面視角よりも透過率が高くなるため、斜め視角において画像が白っぽく（明る
く）見える（「白浮き」と呼ばれることがある）。この斜め視角における白浮きを低減す
るための技術の１つとして、「マルチ絵素」技術がある。「マルチ絵素」技術とは、１つ
の絵素を互いに異なる輝度を呈する２以上の副絵素に分割し、２以上の副絵素で、ある階
調を表現するという技術である。「マルチ絵素」技術は、「絵素分割」技術、「面積階調
」技術などと呼ばれることもある。マルチ絵素技術は、例えば、特許文献２および特許文
献３に記載されている。参考のために特許文献２および特許文献３の開示内容の全てを本
明細書に援用する。
【特許文献１】特開平１１－２４２２２５号公報
【特許文献２】特開２００４－０６２１４６号公報（米国特許第６９５８７９１号明細書
）
【特許文献３】特開２００５－５５８９６号公報
【特許文献４】特開２００３－２７０６１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、本発明者が検討したところ、特許文献２および特許文献３に記載されて
いるマルチ絵素構造を有する液晶表示装置において下記の問題があることが分かった。
【０００６】
　マルチ絵素構造を有する液晶表示装置を試作し、視角特性を詳細に検討したところ、斜
め視角において、中間階調付近（例えば１４５／２５５階調付近）において、色バランス
がずれる（黄色にシフトする）という問題が発生した。この問題は、ＶＡモードに限らず
他の表示モードにおいても大なり小なり発生する問題である。
【０００７】
　一方、特許文献３に記載のマルチ絵素技術では、特許文献３の図５に示されているよう
に、副絵素の液晶容量ＣｌｃａとＣｌｃｂとを結合容量Ｃｃｐで容量結合している。結合
容量Ｃｃｐの大きさは製造ばらつきの影響を受ける。従って、結合容量Ｃｃｐの大きさを
色ごとに異ならせても、結合容量Ｃｃｐの大きさが製造ばらつきの影響を受けるので、色
バランスに優れた液晶表示装置を高い歩留まりで製造することが難しい。
【０００８】
　なお、特許文献４には、ヨウ素系偏光板を用いた場合のホワイトバランスのずれを補正
する方法として、入力映像信号に合わせてバックライトを制御する方法や信号処理補正す
る方法が開示されているが、上述の問題は開示も示唆もされていない。
【０００９】
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、その主な目的は、高い歩留ま
りで製造することが可能な、斜め視角における色バランスのずれの発生を抑制できる液晶
表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の液晶表示装置は、それぞれが液晶層と前記液晶層に電圧を印加する複数の電極
とを有し、行および列を有するマトリクス状に配列された複数の絵素を備え、前記複数の
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絵素のそれぞれは、それぞれの前記液晶層に互いに異なる電圧を印加することができる第
１副絵素および第２副絵素であって、ある階調において前記第１副絵素が前記第２副絵素
よりも高い輝度を呈する第１副絵素および第２副絵素を有し、前記第１副絵素および前記
第２副絵素のそれぞれは、対向電極と前記液晶層を介して前記対向電極に対向する副絵素
電極とによって形成された液晶容量と、それぞれが、前記副絵素電極に電気的に接続され
た補助容量電極と、絶縁層と、前記絶縁層を介して前記補助容量電極と対向する補助容量
対向電極とによって形成された、少なくとも１つの補助容量とを有し、前記第１副絵素お
よび前記第２副絵素のそれぞれの前記副絵素電極にある階調に対応する表示電圧が供給さ
れた後に、それぞれ対応する前記少なくとも１つの補助容量を介して、前記第１副絵素の
前記液晶容量に印加される電圧と前記第２副絵素の前記液晶容量に印加される電圧との間
に電圧差ΔＶαを生じさせる液晶表示装置であって、前記複数の絵素は前記電圧差ΔＶα
の値が異なる絵素を含むことを特徴とする。
【００１１】
　ある実施形態において、前記複数の絵素は、互いに異なる色を呈する複数の色絵素を含
み、前記複数の色絵素は青色絵素および／またはシアン色絵素を含み、前記複数の色絵素
の内で前記青色絵素および／または前記シアン色絵素におけるΔＶα値が最も小さい。
【００１２】
　ある実施形態において、前記少なくとも１つの補助容量は１つの補助容量であって、前
記対向電極は、前記第１副絵素および前記第２副絵素に対して共通の単一の電極であり、
前記補助容量対向電極は、前記第１副絵素と前記第２副絵素とで電気的に独立であって、
前記補助容量対向電極に対応する補助容量配線を介して供給される補助容量対向電圧の波
形は、前記第１副絵素と前記第２副絵素との間で異なっており、前記複数の絵素は前記補
助容量の容量値が異なる絵素を含む。ここで、「ある絵素の補助容量の容量値が異なる」
とは、第１副絵素および第２副絵素のそれぞれの補助容量の内の少なくとも一方の補助容
量値が異なっていればよい。一般には、各絵素が有する２以上の補助容量の容量値は互い
に等しく設定される。
【００１３】
　ある実施形態において、前記複数の絵素は、互いに異なる色を呈する複数の色絵素を含
み、前記複数の色絵素は青色絵素および／またはシアン色絵素を含み、前記複数の色絵素
の内で前記青色絵素および／または前記シアン色絵素が有する前記補助容量の容量値が最
も小さい。
【００１４】
　ある実施形態において、前記複数の色絵素は、赤色絵素および緑色絵素をさらに含み、
前記青色絵素および／または前記シアン色絵素、前記緑色絵素、および前記赤色絵素が有
するそれぞれの前記補助容量の容量値をＣCS-B、ＣCS-C、ＣCS-GおよびＣCS-Rとすると、
ＣCS-B≦ＣCS-C＜ＣCS-G≦ＣCS-Rの関係を満足する。
【００１５】
　ある実施形態において、前記少なくとも１つの補助容量は１つの補助容量であって、前
記対向電極は、前記第１副絵素および前記第２副絵素に対して共通の単一の電極であり、
前記補助容量対向電極は、前記第１副絵素と前記第２副絵素とで電気的に独立であって、
前記補助容量対向電極に対応する補助容量配線を介して供給される補助容量対向電圧の波
形は、前記第１副絵素と前記第２副絵素との間で異なっており、前記複数の絵素は前記液
晶容量の容量値が異なる絵素を含む。
【００１６】
　ある実施形態において、ゲートバスラインと、ソースバスラインと、ＴＦＴとを更に有
し、前記第１副絵素および前記第２副絵素のそれぞれは、前記副絵素電極に接続されたＴ
ＦＴを有し、前記複数の絵素の内で前記電圧差ΔＶαの値が最も小さい絵素は、当該絵素
が属する行に隣接する行のゲートバスラインとの間に形成された補助容量をさらに有する
。
【００１７】
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　ある実施形態において、ゲートバスラインと、ソースバスラインと、ＴＦＴとを更に有
し、前記第１副絵素および前記第２副絵素のそれぞれは、前記副絵素電極に接続されたＴ
ＦＴを有し、前記複数の絵素の内で前記電圧差ΔＶαの値が最も小さい絵素のＴＦＴのゲ
ート・ドレイン間容量Ｃｇｄの値は、他の絵素のＴＦＴのゲート・ドレイン間容量Ｃｇｄ
の値よりも小さい。
【００１８】
　ある実施形態において、前記液晶層は、垂直配向型液晶層であって、ノーマリーブラッ
クモードで表示を行う。
【００１９】
　ある実施形態において、前記少なくとも１つの補助容量は２つの補助容量を含み、前記
対向電極は、前記第１副絵素および前記第２副絵素に対して共通の単一の電極であり、前
記第１副絵素が有する前記２つの補助容量の補助容量対向電極は互いに電気的に独立であ
り、かつ、前記第２副絵素が有する前記２つの補助容量の補助容量対向電極は互いに電気
的に独立である。
【００２０】
　ある実施形態において、前記第１副絵素が有する前記２つの補助容量は補助容量ＣＳ１
Ａおよび補助容量ＣＳ１Ｂであり、前記第２副絵素が有する前記２つの補助容量は補助容
量ＣＳ２Ａおよび補助容量ＣＳ２Ｂであり、補助容量ＣＳ１Ａおよび補助容量ＣＳ２Ｂの
補助容量対向電極は同一の第１補助容量配線に電気的に接続されており、補助容量ＣＳ１
Ｂおよび補助容量ＣＳ２Ａの補助容量対向電極は同一の第２補助容量配線に電気的に接続
されており、前記第１補助容量配線と前記第２補助容量配線とは互いに電気的に独立であ
る。
【００２１】
　ある実施形態において、前記補助容量ＣＳ１Ａ、ＣＳ１Ｂ、ＣＳ２ＡおよびＣＳ２Ｂの
有する容量値をそれぞれＣｃｓ１Ａ、Ｃｃｓ１Ｂ、Ｃｃｓ２ＡおよびＣｃｓ２Ｂとし、Ｃ
ｃｓ１α＝Ｃｃｓ１Ａ－Ｃｃｓ１ＢおよびＣｃｓ２α＝Ｃｃｓ２Ａ－Ｃｃｓ２Ｂとすると
き、前記複数の絵素は、Ｃｃｓ１αまたはＣｃｓ２αが異なる絵素を含む。
【００２２】
　ある実施形態において、前記複数の絵素は、互いに異なる色を呈する複数の色絵素を含
み、前記複数の色絵素は青色絵素および／またはシアン色絵素を含み、前記複数の色絵素
の内で前記青色絵素および／または前記シアン色絵素の前記Ｃｃｓ１αおよびＣｃｓ２α
の値が最も小さい。
【００２３】
　ある実施形態において、Ｃｃｓ１β＝Ｃｃｓ１Ａ＋Ｃｃｓ１ＢおよびＣｃｓ２β＝Ｃｃ
ｓ２Ａ＋Ｃｃｓ２Ｂとするとき、Ｃｃｓ１βおよびＣｃｓ２βは前記複数の絵素の全てに
ついて同一である。
【００２４】
　本発明の他の液晶表示装置は、それぞれが液晶層と前記液晶層に電圧を印加する複数の
電極とを有し、行および列を有するマトリクス状に配列された複数の絵素を備える液晶表
示装置であって、前記複数の絵素のそれぞれは、それぞれの前記液晶層に互いに異なる電
圧を印加することができる第１副絵素および第２副絵素であって、ある階調において前記
第１副絵素が前記第２副絵素よりも高い輝度を呈する第１副絵素および第２副絵素を有し
、前記第１副絵素および前記第２副絵素のそれぞれは、対向電極と、前記液晶層を介して
前記対向電極に対向する副絵素電極とによって形成された液晶容量と、それぞれが、前記
副絵素電極に電気的に接続された補助容量電極と、絶縁層と、前記絶縁層を介して前記補
助容量電極と対向する補助容量対向電極とによって形成された、少なくとも２つの補助容
量とを有し、前記対向電極は、前記第１副絵素および前記第２副絵素に対して共通の単一
の電極であり、前記第１副絵素が有する前記少なくとも２つの補助容量の補助容量対向電
極は互いに電気的に独立であり、かつ、前記第２副絵素が有する前記少なくとも２つの補
助容量の補助容量対向電極は互いに電気的に独立である。
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【００２５】
　ある実施形態において、前記第１副絵素は、補助容量ＣＳ１Ａおよび補助容量ＣＳ１Ｂ
を有し、前記第２副絵素は補助容量ＣＳ２Ａおよび補助容量ＣＳ２Ｂを有し、補助容量Ｃ
Ｓ１Ａおよび補助容量ＣＳ２Ｂの補助容量対向電極は同一の第１補助容量配線に電気的に
接続されており、補助容量ＣＳ１Ｂおよび補助容量ＣＳ２Ａの補助容量対向電極は同一の
第２補助容量配線に電気的に接続されており、前記第１補助容量配線と前記第２補助容量
配線とは互いに電気的に独立である。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によると、高い歩留まりで製造することが可能な、斜め視角における色バランス
のずれ（特に、黄色へのシフト）の発生を抑制できる液晶表示装置が提供される。また、
本発明によると、そのような液晶表示装置として好適に用いられる新規な構成を有する液
晶表示装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】マルチ絵素構造の例を示す模式図である。
【図２】（ａ）および（ｂ）は、図１に示したマルチ絵素構造を有する液晶表示装置の視
角による色度変化を示す図であり、正面視角と斜め視角（方位：９時方向、極角：４５度
）における階調に対するｕ’ｖ’色度系の色度変化を示すグラフである。
【図３】（ａ）および（ｂ）は、４５０ｎｍ（青）、５５０ｎｍ（緑）、６５０ｎｍ（赤
）のそれぞれの色光の、ＶＡモードの液晶表示装置における液晶層への印加電圧と透過率
との関係を表す図であり、（ａ）は正面視角、（ｂ）は斜め視角（方位：９時方向、極角
：４５度）における印加電圧と透過率を示すグラフである。
【図４】マルチ絵素構造を有する液晶表示装置における正面視角における階調－透過率特
性を示すグラフである。
【図５】マルチ絵素構造を有する液晶表示装置の絵素を斜め視角（方位：９時方向、極角
：４５度）から観測したときの、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）および青（Ｂ）の三原色のそれぞれ
の階調－透過率特性を示すグラフである。
【図６】マルチ絵素構造を有する液晶表示装置の明副絵素と暗副絵素の電圧－透過率曲線
（Ｖ－Ｔカーブ）を示すグラフである。
【図７】マルチ絵素構造の他の例を示す模式図である。
【図８】マルチ絵素構造を有する絵素の等価回路図である。
【図９】（ａ）～（ｆ）は図８に示したマルチ絵素構造を有する液晶表示装置を駆動する
際の各電圧の波形およびタイミングを模式的に示す図である。
【図１０】（ａ）～（ｄ）は本発明による実施形態の液晶表示装置の正面視角と斜め視角
（方位：９時方向、極角：４５度）における、階調に対するｕ’ｖ’色度系の色度変化を
示すグラフである。
【図１１】他のマルチ絵素構造を有する絵素の等価回路図である。
【図１２】本発明による実施形態の液晶表示装置２００Ａの絵素構造を示す模式図である
。
【図１３】本発明による実施形態の液晶表示装置３００における２つの副絵素の内の一方
の副絵素の等価回路図である。
【図１４】本発明による実施形態の液晶表示装置３００Ａの絵素構造を示す模式図である
。
【図１５】本発明による実施形態の液晶表示装置４００Ａの絵素構造を示す模式図である
。
【図１６】本発明による実施形態の液晶表示装置５００Ａの絵素構造を示す模式図である
。
【図１７】本発明による実施形態の液晶表示装置６００Ａの絵素構造を示す模式図である
。
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【図１８Ａ】液晶表示装置６００Ａの図１７中の１８Ａ－１８Ａ’線に沿った模式的な断
面図である。
【図１８Ｂ】液晶表示装置６００Ａの図１７中の１８Ｂ－１８Ｂ’線に沿った模式的な断
面図である。
【図１８Ｃ】図１８ＢにおいてＳＯＧ膜抜き部を設けない構成を示す参考図である。
【図１９】（ａ）～（ｇ）は、本発明による実施形態の液晶表示装置に用いられるＴＦＴ
部分の構造を示す平面図である。
【図２０】本発明による実施形態の液晶表示装置７００Ａの絵素構造を示す模式図である
。
【図２１】本発明による実施形態の液晶表示装置における色絵素毎のΔＶｄの階調依存性
を示すグラフである。
【符号の説明】
【００２８】
　ＴＦＴ１、ＴＦＴ２　　薄膜トランジスタ
　ＣＳ１、ＣＳ２　　　　補助容量
　Ｃｌｃ１、Ｃｌｃ２　　液晶容量
　１１１－１、１１１－２、１１１－２ａ、１１１－２ｂ　副絵素電極
　１１２　　ゲートバスライン
　１１３　　ＣＳバスライン
　１１４　　ソースバスライン
　１１６－１、１１６－２　　ＴＦＴ
　１１７－１、１１７－２　　ドレイン引出し配線
　１１９－１、１１９－２、１１９－２ａ、１１９－２ｂ　　コンタクト部
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、図面を参照して本発明による実施形態の液晶表示装置の構成と動作を説明する。
以下の説明では、本発明の効果が顕著に得られる、誘電異方性が負の液晶材料を用いた垂
直配向型液晶表示装置（ＶＡモードの液晶表示装置）を例示するが、本発明はこれに限定
されず、例えばＴＮモードの液晶表示装置にも適用できる。
【００３０】
　また、本実施形態では、マルチ絵素構造を有するＶＡモードの液晶表示装置として特許
文献２に記載されている液晶表示装置を例示するが、これに限られず、他のマルチ絵素構
造を有する液晶表示装置に適用することができる。
【００３１】
　まず、本発明者が見出した、特許文献２に記載されているマルチ絵素構造を有する液晶
表示装置が有する問題点を説明する。
【００３２】
　マルチ絵素構造を有する液晶表示装置を試作し、視角特性を詳細に検討したところ、斜
め視角において、中間階調付近（例えば１４５／２５５階調付近）において、色味が黄色
にシフトするという問題が発生した。
【００３３】
　ここでは、図１に示すように１つの絵素を等面積に分割（１：１分割）し、明副絵素の
面積と暗副絵素の面積とが等しいマルチ絵素構造を例に、色度変化の結果を説明する。正
面視角と斜め視角（方位：９時方向、極角：４５度）における階調に対するｕ’ｖ’色度
系の色度変化を図２（ａ）および（ｂ）に示す。ここで、ｕ’およびｖ’は、ＣＩＥ１９
７６ＵＣＳ色度座標である。
【００３４】
　図２（ａ）および（ｂ）からわかるように、正面視角では階調変化に対するｕ’および
ｖ’の変化は小さいのに対し、斜め視角においては、ｕ’およびｖ’ともに１４５階調付
近でｕ’およびｖ’の値が大きくなり、その結果、１４５階調付近においては他の階調に
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比べて黄色に色付いて見える。
【００３５】
　本発明者による検討の結果、上記斜め視角において中間階調の表示が黄色に色付くとい
う現象が起きる理由は以下のように説明される。ここでは、青色絵素、緑色絵素および赤
色絵素の３つの絵素（３原色絵素）によって、１つのカラー表示画素が構成されている場
合を説明する。もちろん、これに限られず、４以上の色絵素（多原色絵素）によって１つ
のカラー表示画素を構成している場合も、青色絵素を含む限り、同じことが言える。また
、青色絵素とともに／または青色絵素の代わりにシアン色絵素を含む場合には、シアン色
絵素を青色絵素と同様に扱えばよい。
【００３６】
　図３（ａ）および（ｂ）は、４５０ｎｍ（青）、５５０ｎｍ（緑）、６５０ｎｍ（赤）
のそれぞれの色光の、ノーマリーブラックモードのＶＡモードの液晶表示装置における液
晶層に印加する電圧と透過率との関係を表すグラフであり、図３（ａ）は正面視角、図３
（ｂ）は斜め視角（方位：９時方向、極角：４５度）における印加電圧と透過率を示すグ
ラフである。
【００３７】
　ＶＡモードの液晶表示装置は、液晶層の複屈折効果を利用しており、液晶層のリタデー
ションが波長分散を持つため、光の波長によって透過率変化が異なる。また、ノーマリー
ブラックモードでは、図３（ａ）からわかるように、液晶層に印加する電圧が大きくなる
と各色光の透過率が大きくなる。また、青色光の透過率が最大となる印加電圧は他の色光
の透過率が最大となる印加電圧よりも小さく、さらに、青色光の透過率が最大となった後
も、他の色光は印加電圧の上昇に伴って透過率も増大する。従って、各色光の透過率をそ
れぞれの最大透過率で規格化した規格化透過率を考えると、印加電圧がある値を超えて大
きくなると、青色光の規格化透過率だけが小さくなる。白表示において、他の色光の透過
率に比して青色光の透過率が低下すると、白色が黄色にシフトすることになる。また、液
晶層のリタデーションは正面視角よりも斜め視角において見掛け上大きくなるので、図３
（ａ）と図３（ｂ）との比較から明らかなように、斜め視角では正面視角に比べて青色光
の透過率の低下の割合が大きい。その結果、斜め視角では正面視角よりも顕著に黄色に着
色する。
【００３８】
　次に、図４に上記マルチ絵素構造を有する液晶表示装置における正面視角における階調
－透過率特性を示す。絵素全体の特性とともに、明副絵素と暗副絵素のそれぞれの特性を
示している。但し、絵素全体の透過率で規格化している。すなわち、絵素全体の透過率は
明副絵素の透過率と暗副絵素の透過率との和で表される。
【００３９】
　図４に示すように、上記マルチ絵素構造を有する液晶表示装置においては、低階調では
実質的に明副絵素のみが点灯しており、中間調のある階調から暗副絵素の透過率が立ち上
がり始めるように各副絵素の液晶層に電圧が印加される。
【００４０】
　この絵素を斜め視角（方位：９時方向、極角：４５度）から観測すると、赤（Ｒ）、緑
（Ｇ）および青（Ｂ）の三原色のそれぞれの階調－透過率特性は、図５に示すような曲線
になる。図５中の矢印で示すある中間調は、Ｂ絵素の明副絵素（簡単のために明副絵素Ｂ
と表記する。）の透過率が階調の増大に対して飽和している点を示している。この明副絵
素Ｂの透過率の飽和は、先に説明したように、斜め視角において液晶層のリタデーション
が大きくなったためである。このように、斜め視角において、矢印で示したある中間調で
Ｂ絵素の透過率が他のＲ絵素やＧ絵素に比べ低下するため、上記中間調付近の表示（グレ
ー表示）が黄色に着色するのである。
【００４１】
　上述のことから明らかなように、上記の色付きの問題を解決するためには、青色光の透
過率がリタデーションに対して他の色光よりも早く飽和する（図３（ａ）参照）という現
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象の発生を抑制する必要がある。すなわち、ある階調において、明副絵素の液晶層に印加
される電圧と暗副絵素の液晶層に印加される電圧との差（「ΔＶα」という。）を特定の
絵素に対して異ならせることができる構成として、複数の色絵素の内で青色絵素において
最も小さくなるようにすればよい。
【００４２】
　本実施形態のマルチ絵素構造を有する液晶表示装置においては、青色絵素の補助容量を
緑色絵素および赤色絵素の補助容量よりも容量値を小さくすることによって、青色絵素に
おけるΔＶαの値を他の色絵素におけるΔＶαの値よりも小さくすればよい。すなわち、
カラー表示画素を構成する複数の色絵素（原色絵素）の内で青色絵素が有する補助容量の
容量値が最も小さい構成とすればよい。ここで例示しているように、カラー表示画素が、
青色、緑色および赤色絵素で構成されている場合は、青色絵素、緑色絵素、および赤色絵
素が有するそれぞれの補助容量の容量値をＣCS-B、ＣCS-GおよびＣCS-Rとすると、ＣCS-B

＜ＣCS-G≦ＣCS-Rの関係を満足するように設定すればよい。なお、ＣCS-G＝ＣCS-Rとなる
構成を採用すれば、構造を単純にできる。なお、ここでは、絵素内の副絵素が有する２つ
の補助容量の容量値は互いに等しい場合を例に説明するが、少なくとも一方の補助容量の
値が上記関係を満足すればよい。
【００４３】
　次に、ＣCS-B＜ＣCS-G≦ＣCS-Rの関係を満足することによって、青色光の透過率の飽和
が抑制される理由を説明する。
【００４４】
　特許文献２に記載されているマルチ絵素技術（各絵素が図８の等価回路で表され、各容
量値も全絵素で同じ。）では、マルチ絵素技術を適用しない従来の絵素の液晶層に印加さ
れる電圧Ｖに対して、明副絵素の液晶層にはＶｍだけ高い電圧（Ｖ＋Ｖｍ）を印加し、暗
副絵素の液晶層にはＶｍだけ低い電圧（Ｖ－Ｖｍ）を印加することにより明副絵素と暗副
絵素とを実現している。
【００４５】
　ここで、Ｖｍは、Ｖａｄを補助容量対向電極に補助容量配線を介して供給される補助容
量電圧（ＣＳ電圧）の振動波形のピークｔｏピーク（振幅）とし、Ｃｃｓを各副絵素の補
助容量の容量値、Ｃｌｃを各副絵素の液晶容量の容量値とすると、
　　　　　　　Ｖｍ＝（１／２）・Ｖａｄ・Ｃｃｓ／（Ｃｌｃ＋Ｃｃｓ）
で表される。なお、このＶａｄは特許文献２に記載されているＶａｄの２倍である。
【００４６】
　従って、上述の明副絵素と暗副絵素の電圧－透過率曲線（Ｖ－Ｔカーブ）は、図６に模
式的に示すように、マルチ絵素構造を有しない従来の絵素のＶ－Ｔカーブ（中央）に対し
て、明副絵素のＶ－ＴはＶｍだけ低電圧側にシフトし、暗副絵素のＶ－ＴはＶｍだけ高電
圧側にシフトすることになる。
【００４７】
　青色絵素、緑色絵素、および赤色絵素が有するそれぞれの補助容量の容量値をＣCS-B、
ＣCS-GおよびＣCS-Rとすると、ＣCS-B＜ＣCS-G≦ＣCS-Rの関係を満足するように設定すれ
ば、青色絵素について上記Ｖｍが他の色絵素よりも小さくなるので、青色絵素の明副絵素
の透過率の飽和、さらには透過率の減少を低減することができ、その結果、上述の斜め視
角における中間階調付近の表示が黄色に色付くという現象の発生を抑制することができる
。
【００４８】
　なお、シアン色絵素を更に含む場合、シアン色絵素が有する補助容量の容量値をＣCS-C

とすると、ＣCS-B≦ＣCS-C＜ＣCS-G≦ＣCS-Rの関係を満足するように設定すればよい。青
色絵素を含まず、シアン色絵素を含む場合には、シアン色絵素が有する補助容量の容量値
ＣCS-Cを他の色絵素（緑色絵素、赤色絵素以外の色絵素、例えば、マゼンタ色絵素、イエ
ロー色絵素を含んでもよい。）が有する補助容量の容量値よりも小さくすればよい。この
とき、シアン色絵素以外の色絵素が有する補助容量の容量値は同じにしてもよい。すなわ
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ち、複数の色絵素の内、青色絵素またはシアン色絵素が有する補助容量の容量値を他の色
絵素（赤色絵素、緑色絵素に限られない）が有する補助容量の容量値よりも小さくすれば
よく、青色絵素とシアン色絵素の両方を含む場合は、ＣCS-B≦ＣCS-Cの関係を満足するよ
うに設定すれば良い。
【００４９】
　以下に、具体例をあげて本発明による実施形態の液晶表示装置を説明する。ここでは、
１絵素を明副絵素と暗副絵素の面積比を１：１に分割したものを例示する。本実施形態の
液晶表示装置が有するマルチ絵素構造のパターンは例えば図１に示した構成であり、ある
いは図７に示した構成であってもよい。図１に示した絵素は上下に副絵素１と副絵素２と
を有する。図７に示した絵素は中央に配置された副絵素１とその上下に分割して配置され
た副絵素２とを有しているが、副絵素２の２つの部分は電気的には等価（１つの副絵素）
である。従って、図１および図７に示した何れのマルチ絵素構造も図８に示す等価回路で
表され、図８に示す等価回路で表されるマルチ絵素構造を有する液晶表示装置１００は、
図９に示す各種電圧によって駆動される。詳細は特許文献２に記載されているので、ここ
では概略だけを説明する。
【００５０】
　図８に示した液晶表示装置１００の１絵素は、副絵素１および副絵素２を有している。
副絵素１および副絵素２はそれぞれ、液晶層と、液晶層に電圧を印加する対向電極と副絵
素電極とによって形成された液晶容量Ｃｌｃ１およびＣｌｃ２を有している。対向電極は
、副絵素１および副絵素２に対して共通の単一の電極であり、典型的には全ての絵素に対
して共通である。液晶容量Ｃｌｃ１およびＣｌｃ２には、それぞれ電気的に並列に補助容
量ＣＳ１（容量値Ｃｃｓ１）およびＣＳ２（容量値Ｃｃｓ２）が接続されている。補助容
量ＣＳ１およびＣＳ２は、それぞれ、絶縁層（例えばゲート絶縁層）と、当該絶縁層を介
して補助容量電極と対向する補助容量対向電極とによって形成されている。補助容量電極
は、副絵素電極と同じＴＦＴのドレイン電極に接続されており、補助容量対向電極は補助
容量配線（ＣＳバスライン）に接続されている。ここで、副絵素１の補助容量に接続され
ているＣＳバスライン１と副絵素２の補助容量に接続されているＣＳバラスライン２とは
電気的に独立である。また、各絵素に対してＣＳバスライン１およびＣＳバラスライン２
を電気的に独立に設けても良いし、特許文献２に記載されているように、一定の位相関係
を有する振動電圧を供給する複数のＣＳバスラインを１組（ＣＳ幹線）として電気的に独
立なＣＳバスラインの数を減らしてもよい。いずれの場合においても、１つの絵素に含ま
れる２以上の副絵素の補助容量に供給されるＣＳバスライン電圧（ＣＳ電圧または補助容
量対向電圧ともいう。）の波形は互いに異なる。
【００５１】
　各液晶容量Ｃｌｃ１およびＣｌｃ２の副絵素電極および各補助容量の補助容量電極は、
それぞれ対応するＴＦＴ１またはＴＦＴ２のドレイン電極に接続されている。ＴＦＴ１お
よびＴＦＴ２のゲート電極は共通のゲートバスラインに接続されており、ＴＦＴ１および
ＴＦＴ２のソース電極は共通のソースバスラインに接続されている。
【００５２】
　このような比較的単純な構成のマルチ絵素構造の副絵素の補助容量に、電気的に独立な
ＣＳバスラインから下記に説明する補助容量対向電圧を供給することによって、各副絵素
の液晶容量Ｃｌｃ１およびＣｌｃ２に供給される実効電圧をＶｍだけ上昇または下降させ
ることができる。
【００５３】
　図９（ａ）～（ｆ）に図８に示したマルチ絵素構造を有する液晶表示装置を駆動する際
の各電圧の波形およびタイミングを模式的に示す。
【００５４】
　図９（ａ）は、ソースバスライン（信号線）から供給される信号電圧の電圧波形Ｖｓ、
図９（ｂ）はＣＳバスライン１から供給される補助容量電圧の電圧波形Ｖｃｓ１、図９（
ｃ）はＣＳバスライン２の電圧波形Ｖｃｓ２、図９（ｄ）はゲートバスラインの電圧波形
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Ｖｇ、図９（ｅ）は副絵素１の副絵素電極の電圧波形Ｖｌｃ１、図９（ｆ）は、副絵素２
の副絵素電極の電圧波形Ｖｌｃ２をそれぞれ示している。また、図中の破線は、対向電極
の電圧波形ＣＯＭＭＯＮ（Ｖｃｏｍ）を示している。
【００５５】
　以下、図９（ａ）～（ｆ）を用いて図８の等価回路の動作を説明する。
【００５６】
　時刻Ｔ１のときＶｇの電圧がＶｇＬ（ロー）からＶｇＨ（ハイ）に変化することにより
、ＴＦＴ１とＴＦＴ２が同時に導通状態（オン状態）となり、副絵素１および副絵素２の
副絵素電極にソースバスラインの電圧Ｖｓが伝達され、副絵素１および副絵素２に充電さ
れる。同様にそれぞれの副絵素の補助容量ＣＳ１、ＣＳ２にもソースバスラインからの充
電がなされる。ソースバスラインの電圧Ｖｓは当該絵素において表示すべき階調に対応す
る表示電圧であり、ＴＦＴがオン状態の間（「選択期間」ということもある。）に、対応
する絵素に書き込まれる。
【００５７】
　次に、時刻Ｔ２のときゲートバスラインの電圧ＶｇがＶｇＨからＶｇＬに変化すること
により、ＴＦＴ１とＴＦＴ２が同時に非導通状態（オフ状態）となり、副絵素１、副絵素
２、補助容量ＣＳ１、および補助容量ＣＳ２はすべてソースバスラインと電気的に絶縁さ
れる（この状態にある期間を「非選択期間」ということがある。）。なお、ＴＦＴがオン
状態からオフ状態に切り替わった直後、ＴＦＴ１、ＴＦＴ２の有する寄生容量等の影響に
よる引き込み現象のために、それぞれの副絵素電極の電圧Ｖｌｃ１およびＶｌｃ２は概ね
同一の電圧Ｖｄだけ低下し、
　Ｖｌｃ１＝Ｖｓ－Ｖｄ
　Ｖｌｃ２＝Ｖｓ－Ｖｄ
となる。また、このとき、それぞれのＣＳバスラインの電圧Ｖｃｓ１、Ｖｃｓ２は
　Ｖｃｓ１＝Ｖｃｏｍ－（１／２）Ｖａｄ
　Ｖｃｓ２＝Ｖｃｏｍ＋（１／２）Ｖａｄ
である。すなわち、ここで例示するＣＳバスラインの電圧Ｖｃｓ１およびＶｃｓ２の波形
は振幅（全幅）がＶａｄで、位相が互いに逆相（１８０°異なる）矩形波（デューティ比
は１：１）である。
【００５８】
　時刻Ｔ３で、補助容量ＣＳ１に接続されたＣＳバスライン１の電圧Ｖｃｓ１がＶｃｏｍ
－（１／２）ＶａｄからＶｃｏｍ＋（１／２）Ｖａｄに変化し、補助容量ＣＳ２に接続さ
れたＣＳバスライン２の電圧Ｖｃｓ２がＶｃｏｍ＋（１／２）ＶａｄからＶｃｏｍ－（１
／２）ＶａｄにＶａｄだけ変化する。ＣＳバスライン１およびＣＳバスライン２のこの電
圧変化に伴い、それぞれの副絵素電極の電圧Ｖｌｃ１、Ｖｌｃ２は
　Ｖｌｃ１＝Ｖｓ－Ｖｄ＋Ｋ×Ｖａｄ
　Ｖｌｃ２＝Ｖｓ－Ｖｄ－Ｋ×Ｖａｄ
へ変化する。但し、Ｋ＝Ｃｃｓ／（Ｃｌｃ（Ｖ）＋Ｃｃｓ）である。
【００５９】
　時刻Ｔ４では、Ｖｃｓ１がＶｃｏｍ＋（１／２）ＶａｄからＶｃｏｍ－（１／２）Ｖａ
ｄへ、Ｖｃｓ２がＶｃｏｍ－（１／２）ＶａｄからＶｃｏｍ＋（１／２）Ｖａｄへ、Ｖａ
ｄだけ変化し、Ｖｌｃ１、Ｖｌｃ２もまた、
　Ｖｌｃ１＝Ｖｓ－Ｖｄ＋Ｋ×Ｖａｄ
　Ｖｌｃ２＝Ｖｓ－Ｖｄ－Ｋ×Ｖａｄ
から、
　Ｖｌｃ１＝Ｖｓ－Ｖｄ
　Ｖｌｃ２＝Ｖｓ－Ｖｄ
へ変化する。
【００６０】
　時刻Ｔ５では、Ｖｃｓ１がＶｃｏｍ－（１／２）ＶａｄからＶｃｏｍ＋（１／２）Ｖａ
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ｄへ、Ｖｃｓ２がＶｃｏｍ＋（１／２）ＶａｄからＶｃｏｍ－（１／２）Ｖａｄへ、Ｖａ
ｄだけ変化し、Ｖｌｃ１、Ｖｌｃ２もまた、
　Ｖｌｃ１＝Ｖｓ－Ｖｄ
　Ｖｌｃ２＝Ｖｓ－Ｖｄ
から、
　Ｖｌｃ１＝Ｖｓ－Ｖｄ＋Ｋ×Ｖａｄ
　Ｖｌｃ２＝Ｖｓ－Ｖｄ－Ｋ×Ｖａｄ
へ変化する。
【００６１】
　Ｖｃｓ１、Ｖｃｓ２、Ｖｌｃ１、およびＶｌｃ２は、水平書き込み時間１Ｈの整数倍の
間隔ごとに上記Ｔ４、Ｔ５における変化を交互に繰り返す。上記Ｔ４、Ｔ５の繰り返し間
隔を１Ｈの１倍とするか、２倍とするか、３倍とするかあるいはそれ以上とするかは液晶
表示装置の駆動方法（極性反転方法等）や表示状態（ちらつき、表示のざらつき感等）を
鑑みて適宜設定すればよい。この繰り返しは次に絵素が書き換えられるとき、すなわちＴ
１に等価な時間になるまで継続される。従って、それぞれの副絵素電極の電圧Ｖｌｃ１、
Ｖｌｃ２の実効的な値は、
　Ｖｌｃ１＝Ｖｓ－Ｖｄ＋Ｋ×（１／２）Ｖａｄ
　Ｖｌｃ２＝Ｖｓ－Ｖｄ－Ｋ×（１／２）Ｖａｄ
となる。
【００６２】
　よって、副絵素１および副絵素２のそれぞれの液晶層に印加される実効電圧Ｖ１および
Ｖ２は、
　Ｖ１＝Ｖｌｃ１－Ｖｃｏｍ
　Ｖ２＝Ｖｌｃ２－Ｖｃｏｍ
すなわち、
　Ｖ１＝Ｖｓ－Ｖｄ＋Ｋ×（１／２）Ｖａｄ－Ｖｃｏｍ
　Ｖ２＝Ｖｓ－Ｖｄ－Ｋ×（１／２）Ｖａｄ－Ｖｃｏｍ
となる。
【００６３】
　従って、副絵素１および副絵素２のそれぞれの液晶層に印加される実効電圧の差ΔＶ１
２（＝Ｖ１－Ｖ２、「ΔＶα」ということもある。）は、
　ΔＶ１２＝Ｋ×Ｖａｄ（但し、Ｋ＝Ｃｃｓ／（Ｃｌｃ＋Ｃｃｓ））
となる。なお、ここでは、Ｃｌｃが電圧に依存することを無視している。
【００６４】
　このような本実施形態の液晶表示装置において、Ｃｃｓ／Ｃｌｃを０．８５、Ｖａｄを
２．５Ｖに設定した例を説明する。
【００６５】
　赤色絵素の補助容量の容量値をＣCS-R、緑色絵素の補助容量の容量値をＣCS-G、青色絵
素の補助容量の容量値をＣCS-Bとする。ここで、ＣCS-R＝ＣCS-Gとし、青色絵素の補助容
量の容量値の他の色絵素の補助容量の容量値に対する比を表すパラメータＸをＸ＝ＣCS-B

／ＣCS-G＝ＣCS-B／ＣCS-Rとする。
【００６６】
　上記Ｘを、Ｘ＝１．００、０．６８、０．５６、０．４５と設定したときの正面視角と
斜め視角（方位：９時方向、極角：４５度）における、階調に対するｕ’ｖ’色度系の色
度変化を図１０（ａ）～（ｄ）に示す。図１０（ａ）および（ｂ）は、正面視角における
ｕ’およびｖ’の階調依存性を示すグラフであり、図１０（ｃ）および（ｄ）は、斜め視
角におけるｕ’およびｖ’の階調依存性を示すグラフである。
【００６７】
　図１０（ａ）および（ｂ）からわかるように、正面視角においては、ｕ’およびｖ’と
もＸの値に拘わらず、階調依存性は一致している。これに対し、図１０（ｃ）および（ｄ
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）からわかるように、斜め視角においては、Ｘが小さいほど１４０／２５５階調付近のｕ
’およびｖ’が減少する。特にｖ’の変化が顕著であり、Ｘの値を小さくする（Ｘ＜１）
ことによって、効果的に斜め視角における黄色シフトを抑制することができた。ここで例
示した液晶表示装置に最適なＸの値は図１０の結果からＸ＝０．５６であると言える。
【００６８】
　ここで例示した液晶表示装置では、最適なＸは０．５６であったが、ＣＳ振動電圧Ｖａ
ｄ、補助容量Ｃｃｓ、液晶容量Ｃｌｃが変われば、最適なＸ値も変化するため、適宜最適
なＸ値を設定すればよい。また、ここでは、ＣCS-G＝ＣCS-Rの例を示したが、ＣCS-G＜Ｃ

CS-Rとすることによって、図３（ａ）および（ｂ）に示した印加電圧と透過率との関係に
おいて緑色光が赤色光よりも早く飽和する傾向による色ずれをも抑制することができる。
【００６９】
　また、特許文献２に記載のマルチ絵素構造を採用すると、特許文献４に記載のマルチ絵
素構造とは異なり、Ｖａｄの値を調整することにより、個々の液晶表示装置の製造ばらつ
きに拘わらず、副絵素に所定の実効電圧の差を与えることが出来る。なお、上記の説明で
は２つのＣＳバスラインの電圧Ｖｃｓ１およびＶｃｓ２の振幅をいずれもＶａｄとした例
を示したが、それぞれの振幅は独立に設定され得る。
【００７０】
　ＴＦＴを用いた液晶表示装置では、図９に示すようにゲート電圧ＶｇがＶｇＨからＶｇ
Ｌに変化する際に副絵素電極の電圧がΔＶｄだけ低下するといった特性を有している。こ
こで、ΔＶｄの値は、ＴＦＴ素子のゲート電極とドレイン電極間の寄生容量Ｃｇｄと、ド
レイン電極に接続されている全ての容量（液晶容量Ｃｌｃ、補助容量Ｃｃｓおよび他の寄
生容量）の比に依存する。一般に、Ｃｇｄ、ＣｌｃおよびＣｃｓが支配的であり、ΔＶｄ
＝Ｃｇｄ／（Ｃｌｃ＋Ｃｃｓ）で表される。従って、色絵素ごとに所望のΔＶαを得るた
めに上述したように単純にＣｃｓだけを異ならせると、ΔＶｄの値も色絵素毎に異なるこ
とになる。色絵素毎にΔＶｄの値が異なると、色絵素毎に液晶層に印加される電圧の平均
値（ＤＣレベル）がばらつくことなり、対向電極が全ての絵素に共通に設けられている典
型的な構成においては、対向電圧の調整を行っても全ての色絵素について液晶層に印加さ
れる直流電圧成分を充分に小さく出来ないことがある。液晶層に印加される直流電圧成分
が大きいと、表示品位や信頼性が低下するという問題が発生する。
【００７１】
　この問題の発生は、例えば、同一色の色絵素の群に対応して個別に対向電極を設け、各
色絵素群に対応する対向電極に供給する対向電圧を独立に調整することによって回避でき
る。もちろん、青色絵素（および／またはシアン色絵素）の電気的な構成だけを他の色絵
素と異ならせる場合には、青色絵素（および／またはシアン色絵素）の群に対応する第１
の対向電極と、その他の色絵素の群に対応する第２の対向電極とを設け、第１の対向電極
および第２の対向電極にそれぞれ独立にΔＶｄを補償するように対向電圧を調整すれば良
い。
【００７２】
　しかしながら、このような対策では、対向電極を少なくとも２つに分割する、および、
それぞれの対向電極に独立に所定の電圧（対向電圧）を供給する必要が生じ、液晶表示装
置の構成が複雑化し、コストアップを招く。
【００７３】
　以下では、上述したようなコストアップの原因となるような構造の複雑化を招かずに、
全ての色絵素に対して液晶層に印加される直流電圧成分を充分に小さくできる、本発明に
よる他の実施形態の液晶表示装置を説明する。
【００７４】
　図１１は、本発明による他の実施形態の液晶表示装置２００のマルチ絵素構造を有する
絵素の等価回路図である。図１１に示した絵素は、副絵素１および副絵素２のそれぞれが
補助容量を２つずつ有する点において、図８に示した絵素と異なっている。副絵素１が有
する２つの補助容量の補助容量対向電極は互いに電気的に独立であり、かつ、副絵素２が
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有する２つの補助容量の補助容量対向電極は互いに電気的に独立である。
【００７５】
　図１１に示すように、副絵素１は補助容量ＣＳ１Ａおよび補助容量ＣＳ１Ｂを有し、副
絵素２は補助容量ＣＳ２Ａおよび補助容量ＣＳ２Ｂを有する。補助容量ＣＳ１Ａおよび補
助容量ＣＳ２Ｂの補助容量対向電極は同一のＣＳバスライン１に電気的に接続されており
、補助容量ＣＳ１Ｂおよび補助容量ＣＳ２Ａの補助容量対向電極は同一のＣＳバスライン
２に電気的に接続されており、ＣＳバスライン１とＣＳバスライン２とは互いに電気的に
独立である。ここでは、ＣＳ電圧として、図９に示したように、互いに位相が１８０°異
なり、振幅がＶａｄの矩形波を用いる例を示す。
【００７６】
　補助容量ＣＳ１Ａ、ＣＳ１Ｂ、ＣＳ２ＡおよびＣＳ２Ｂの有する容量値をそれぞれＣｃ
ｓ１Ａ、Ｃｃｓ１Ｂ、Ｃｃｓ２ＡおよびＣｃｓ２Ｂとすると、ＣＳバスライン１とＣＳバ
スライン２とから供給されるＣＳ電圧の位相は互いに逆相なので、副絵素１に対する実効
的な補助容量の値Ｃｃｓ１αはＣｃｓ１Ａ－Ｃｃｓ１Ｂとなり、副絵素２に対する実効的
な補助容量の値Ｃｃｓ２αはＣｃｓ２Ａ－Ｃｃｓ２Ｂとなる。従って、上述したのと同様
に、カラー表示画素を構成する複数の色絵素（原色絵素）の内で青色絵素および／または
シアン色絵素のＣｃｓ１αまたはＣｃｓ２αを他の色絵素のＣｃｓ１αまたはＣｃｓ２α
よりも小さくすることによって、青色絵素および／またはシアン色絵素におけるΔＶαの
値を他の色絵素におけるΔＶαの値よりも小さくできる。
【００７７】
　ここで、Ｃｃｓ１β＝Ｃｃｓ１Ａ＋Ｃｃｓ１ＢおよびＣｃｓ２β＝Ｃｃｓ２Ａ＋Ｃｃｓ
２Ｂとするとき、Ｃｃｓ１βおよびＣｃｓ２βは全ての絵素について略同一である構成と
することによって、上述したΔＶｄが色絵素毎に異なることによる問題の発生を回避する
ことができる。すなわち、Ｃｃｓ１βおよびＣｃｓ２βの値を全ての絵素で略同一とする
ことによって、全ての絵素でＴＦＴ１及びＴＦＴ２を同一の設計とすることが出来るので
、ΔＶｄの値を全ての絵素について略同一にすることができる。この構成では、対向電極
をパターニングする工程の追加や、複数の対向電圧を生成させる必要が無く、ＴＦＴ基板
の製造プロセスにおけるフォトマスクのパターンを変更するだけで実現できるので、コス
トアップも抑制できる。
【００７８】
　上述したように一般にΔＶｄ＝Ｃｇｄ／（Ｃｌｃ＋Ｃｃｓ）で表されるが、（誘電異方
性を有する液晶分子の配向変化に伴い液晶層の誘電率が変化するので）Ｃｌｃは液晶層に
印加される電圧に依存して変化する。従って、全ての絵素について、全ての階調でΔＶｄ
を略同一とするためには、Ｃｌｃに対するＣｃｓの比（以下、単に「Ｃｃｓ比」というこ
とがある）を全ての絵素で略一定することが好ましい。
【００７９】
　さらに、図１１に示した液晶表示装置２００は、図８に示した液晶表示装置１００に比
べ、設計の自由度が高いという利点を有する。
【００８０】
　図８に示した構成では、Ｃｃｓ１の値に比例してΔＶαの値が変化する。例えばΔＶα
の値を１／１０とするためには、図８の液晶表示装置１００ではＣｃｓ１の値を１／１０
にする必要がある。補助容量の容量値は電極面積に依存するため、Ｃｃｓ１の値を１／１
０とする場合には電極面積を１／１０としなければならず、電極の加工精度及び製造歩留
まりの観点から好ましくない。即ち、図８の液晶表示装置１００で青色絵素のΔＶα値を
小さくする場合の変化量（他の色絵素のΔＶαとの差）には加工精度あるいは歩留まり上
の制約を受ける（設計自由度が低下する）ことになる。無論、この制約を回避するために
他の色絵素のΔＶαの値を大きく設定することが考えられるが、ΔＶαの値は本来的に視
野角特性の観点から決定される値であるので、この方法は採れない。これに対して、図１
１に示す液晶表示装置２００では補助容量ＣＳ１ＡとＣＳ１Ｂとの差によってΔＶαの値
が決まる。すなわち、ΔＶαの値は補助容量ＣＳ１ＡおよびＣＳ１Ｂの容量値そのものに
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は直接依存しないので、前述のような加工精度あるいは歩留まり上の制約がない。例えば
青色絵素のΔＶαの値を１／１０とする場合、例えば青色絵素以外の色絵素についてＣＳ
１Ａ＝１００ｐＦ、ＣＳ１Ｂ＝５０ｐＦ（ＣＳ１Ａ－ＣＳ１Ｂ＝５０ｐＦ）と設定し、青
色絵素についてはＣＳ１Ａ＝５５ｐＦ、ＣＳ１Ｂ＝５０ｐＦ（ＣＳ１Ａ－ＣＳ１Ｂ＝５ｐ
Ｆ）とすればよく、補助容量ＣＳ１ＡおよびＣＳ１Ｂの容量値を他の色絵素と同等の値と
することが出来、色別にΔＶαの値を自由に設定することが出来る。さらに、上述したよ
うに、Ｃｃｓ１βおよびＣｃｓ２βを全ての絵素で略同一にすることが更に好ましく、青
色絵素についてＣＳ１Ａ＝７７．５ｐＦ、ＣＳ１Ｂ＝７２．５ｐＦとし、全ての絵素にお
いて補助容量ＣＳ１ＡとＣＳ１Ｂとの容量値の合計（＝１５０ｐＦ）とすることが更に好
ましい。
【００８１】
　図１１に示した液晶表示装置２００は、上述したように、斜め視角における色バランス
のずれの発生を抑制した液晶表示装置に好適に用いられるだけでなく、ΔＶα値の設定精
度を高めることができるという利点も得られる。
【００８２】
　ΔＶαの値は補助容量の容量値と外部回路から入力するＣＳ電圧の振幅との積に依存し
ている。ここで、図８に示した液晶表示装置１００について考えると、補助容量値の設定
精度を高めるためには補助容量値を大きい値に設定する必要があるが、この場合外部回路
から入力するＣＳ電圧の振幅が小さくなり、ＣＳ電圧の振幅の設定の精度が低下する。逆
に、外部回路から入力するＣＳ電圧の振幅を大きく設定しＣＳ電圧の振幅の設定精度を高
める場合には、補助容量値を小さい値に設定する必要があるので、補助容量の容量値の設
定精度が低下する。これに対して、図１１に示す構成では、外部回路から入力する電圧振
幅を大きく設定しつつ、補助容量値を大きな値に設定することが出来るので、ΔＶαの値
の設定精度を高めることが出来る。
【００８３】
　さらに、図１１に示したように、補助容量ＣＳ１Ａおよび補助容量ＣＳ２Ｂの補助容量
対向電極を同一のＣＳバスライン１に電気的に接続し、且つ、補助容量ＣＳ１Ｂおよび補
助容量ＣＳ２Ａの補助容量対向電極を同一のＣＳバスライン２（ＣＳバスライン１と電気
的に独立）に電気的に接続することによって、電気的に独立なＣＳバスラインの数を削減
することが出来るという利点が得られる。
【００８４】
　図１２に本発明による実施形態の液晶表示装置２００Ａの絵素構造を示す。液晶表示装
置２００Ａの等価回路は図１１に示した液晶表示装置２００と同じである。図１２には、
行列状に配列された絵素のうち、ｍ行ｎ列およびｍ行ｎ＋１列の２つの絵素のＴＦＴ基板
上の構造を模式的に示している。ｍ行ｎ列の絵素は、赤色絵素または緑色絵素であり、ｍ
行ｎ＋１列の絵素は青色絵素である。以下の図面において、共通する構成要素は共通の参
照符号で説明を省略することがある。
【００８５】
　液晶表示装置２００Ａの各絵素Ｐは、それぞれの液晶層に互いに異なる電圧を印加する
ことができる第１副絵素ＳＰ１および第２副絵素（ＳＰ２ａおよびＳＰ２ｂ）を有し、あ
る階調において第１副絵素は第２副絵素よりも高い輝度を呈する。第２副絵素は、第２副
絵素ＳＰ２ａと第２副絵素ＳＰ２ｂとを含み、これらは第１副絵素ＳＰ１を間にはさむよ
うに配置されている。すなわち、液晶表示装置２００Ａは、図７に示したマルチ絵素構造
を有している。但し、第２副絵素の面積（ＳＰ２ａおよびＳＰ２ｂの合計の面積）は第１
副絵素ＳＰ１の約３倍である。ここで、第２副絵素ＳＰ２ａと第２副絵素ＳＰ２ｂとは区
間的に離れた位置に配置されているが、電気的には等価であり、液晶層に印加される電圧
は互いに等しく、電気光学特性（Ｖ－Ｔ特性）も互いに等しい。従って、Ｖ－Ｔ特性の観
点からは、第２副絵素ＳＰ２ａと第２副絵素ＳＰ２ｂとが１つの副絵素（すなわち第２副
絵素）を構成している。すなわち、絵素Ｐにおいて発現されるＶ－Ｔ特性は２種類であり
、絵素Ｐは第１副絵素ＳＰ１と第２副絵素ＳＰ２とに２分割された構成を有している。以
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下、説明の簡単のために、第２副絵素ＳＰ２ａと第２副絵素ＳＰ２ｂとの全体を第２副絵
素ＳＰ２と呼ぶことがある。
【００８６】
　図１２に示すように、第１副絵素ＳＰ１は第１副絵素電極１１１－１によって規定され
る領域に対応して形成され、第２副絵素ＳＰ２ａおよびＳＰ２ｂはそれぞれ第２副絵素電
極１１１－２ａおよび１１１－２ｂによって規定される領域に対応して形成される。
【００８７】
　ｍ行ｎ列（以下（ｍ、ｎ）と表記する）の絵素Ｐに注目する。（ｍ、ｎ）絵素はゲート
バスライン１１２（ｍ）とソースバスライン１１４（ｎ）に接続されたＴＦＴ１１６－１
および１１６－２によって駆動される。ＴＦＴ１１６－１のドレインはドレイン引出し配
線１１７－１を介してコンタクト部１１９－１において第１副絵素電極１１１－１に接続
されている。一方、ＴＦＴ１１６－２のドレインはドレイン引出し配線１１７－２を介し
て、コンタクト部１１９－２ａにおいて第２副絵素電極１１１－２ａに接続されており、
コンタクト部１１９－２ｂにおいて第２副絵素電極１１１－２ｂに接続されている。副絵
素電極１１１－１、１１１－２ａおよび１１１－２ｂは、液晶層（不図示）と、液晶層を
介して対向するように配置されている対向電極（不図示）とによって、液晶容量を構成す
る。すなわち、副絵素電極１１１－１は図１１中のＣｌｃ１を構成し、副絵素電極１１１
－２ａおよび１１１－２ｂは図１１中のＣｌｃ２を構成する。
【００８８】
　ここで、ソースバスライン１１４（ｎ）は列方向に延びる２本の主配線と、２本の主配
線を互いに接続するブリッジ部とを有しており、ソースバスライン１１４（ｎ）の２本の
主配線の内の一本はｎ列の副絵素電極１１１－１、１１１－２ａおよび１１１－２ｂと重
なり、他方はｎ－１列の副絵素電極と重なっている。このとき、ソースバスライン１１４
（ｎ）と副絵素電極との間の寄生容量（Ｃｓｄ）を十分に小さくできるように、これらの
間には樹脂で形成された層間絶縁膜が設けられている。言い換えると、層間絶縁膜を設け
ることによって、副絵素電極をソースバスライン１１４（ｎ）と重なるように設けること
が可能となり、画素開口率を向上させることができる。
【００８９】
　ＴＦＴ１１６－１および１１６－２はボトムゲート構造を有しており、それぞれ、ゲー
トバスライン１１２（ｍ）の延設部として形成されたゲート電極と、その上に形成された
半導体層（不図示）と、半導体層のソース領域に形成されたソース電極およびドレイン電
極とを有している。ソース電極はソースバスライン１１４（ｎ）の延設部として形成され
ている。ＴＦＴ１１６－１および１１６－２のドレイン電極はそれぞれドレイン引出し配
線１１７－１および１１７－２と一体に形成されている。これら全てを覆うように層間絶
縁膜が設けられており、層間絶縁膜上に副絵素電極１１１－１、１１１－２ａおよび１１
１－２ｂが形成されている。層間絶縁膜に形成されたコンタクトホール内にコンタクト部
１１９－１、１１９－２ａおよび１１９－２ｂにおいて、それぞれドレイン引出し配線１
１７－１および１１７－２と、副絵素電極１１１－１、１１１－２ａおよび１１１－２ｂ
とが接続されている。
【００９０】
　次に、（ｍ、ｎ）絵素における補助容量の構成を説明する。ここでは、（ｍ、ｎ）絵素
は赤色絵素または緑色絵素である。
【００９１】
　ｍ行の絵素内には、２本のＣＳバスライン（＝補助容量配線）１１３－１および１１３
－２が通っている。ＣＳバスライン１１３－１は図１１中のＣＳバスライン１に対応し、
ＣＳバスライン１１３－２は図１１中のＣＳバスライン２に対応する。
【００９２】
　副絵素ＳＰ１は、２つの補助容量ＣＳ１ＡおよびＣＳ１Ｂを有している。補助容量ＣＳ
１Ａはドレイン引出し配線１１７－１とＣＳバスライン１１３－１との交差部に形成され
ている。補助容量ＣＳ１Ｂは、ドレイン引出し配線１１７－１の拡張部１１７－１ＥとＣ
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Ｓバスライン１１３－１の広幅部とが互いに重なる領域に形成されている。ＣＳバスライ
ン１１３－１および１１３－２はいずれもゲートバスライン１１２（ｍ）と同じ導電層で
形成されており、ゲート絶縁膜（不図示）によって覆われている。補助容量ＣＳ１Ａおよ
びＣＳ１Ｂの誘電体層はいずれもゲート絶縁膜であり、補助容量ＣＳ１ＡおよびＣＳ１Ｂ
の容量値はそれぞれ電極の面積に比例する。ここでは図１２に示すように、補助容量ＣＳ
１Ａの容量値は補助容量ＣＳ１Ｂの容量値に比べて小さい。
【００９３】
　副絵素ＳＰ２は、２つの補助容量ＣＳ２ＡおよびＣＳ２Ｂを有している。補助容量ＣＳ
２Ａはドレイン引出し配線１１７－２とＣＳバスライン１１３－２との交差部に形成され
ている。補助容量ＣＳ２Ｂは、ドレイン引出し配線１１７－２の拡張部１１７－２ＥとＣ
Ｓバスライン１１３－１の広幅部とが互いに重なる領域に形成されている。補助容量ＣＳ
２ＡおよびＣＳ２Ｂの誘電体層はいずれもゲート絶縁膜であり、補助容量ＣＳ２Ａおよび
ＣＳ２Ｂの容量値はそれぞれ電極の面積に比例する。ここでは図１２に示すように、補助
容量ＣＳ２Ａの容量値は補助容量ＣＳ２Ｂの容量値に比べて小さい。
【００９４】
　次に、（ｍ、ｎ＋１）絵素、すなわち青色絵素における補助容量の構成を説明する。
【００９５】
　青色絵素の副絵素ＳＰ１は、２つの補助容量ＣＳ１ＡおよびＣＳ１Ｂを有している。補
助容量ＣＳ１Ａはドレイン引出し配線１１７－１の第１拡張部１１７－１Ｅ１とＣＳバス
ライン１１３－１の広幅部とが互いに重なる領域に形成されている。補助容量ＣＳ１Ｂは
、ドレイン引出し配線１１７－１の第２拡張部１１７－１Ｅ２とＣＳバスライン１１３－
２の広幅部とが互いに重なる領域と、ドレイン引出し配線１１７－１とＣＳバスライン１
１３－２との交差部に形成されている。ここでは図１２に示すように、補助容量ＣＳ１Ａ
の容量値は補助容量ＣＳ１Ｂの容量値に比べて大きい。
【００９６】
　青色絵素の副絵素ＳＰ２は、２つの補助容量ＣＳ２ＡおよびＣＳ２Ｂを有している。補
助容量ＣＳ２Ａはドレイン引出し配線１１７－２の拡張部１１７－２Ｅ１とＣＳバスライ
ン１１３－２の広幅部とが互いに重なる領域に形成されている。補助容量ＣＳ２Ｂは、ド
レイン引出し配線１１７－２の第２拡張部１１７－２Ｅ２とＣＳバスライン１１３－１の
広幅部とが互いに重なる領域と、ドレイン引出し配線１１７－２とＣＳバスライン１１３
－１との交差部に形成されている。ここでは図１２に示すように、補助容量ＣＳ２Ａの容
量値は補助容量ＣＳ２Ｂの容量値に比べて大きい。
【００９７】
　このように、補助容量ＣＳ１ＡおよびＣＳ１Ｂとそれぞれが接続されているＣＳバスラ
インとの対応関係および補助容量ＣＳ１ＡとＣＳ１Ｂとの間の容量値の大小関係が、（ｍ
、ｎ）絵素と、（ｍ、ｎ＋１）絵素とで逆になっているのは、（ｍ、ｎ）絵素と（ｍ、ｎ
＋１）絵素とで書き込み電圧の極性（対向電圧に基準にしたソースバスライン１１４から
供給される電圧（表示信号電圧）の極性）が互いに逆となる駆動（ドット反転駆動と呼ば
れることもある）を想定しているからである。
【００９８】
　（ｍ、ｎ）絵素および（ｍ、ｎ＋１）絵素のいずれにおいても、補助容量ＣＳ１Ａおよ
び補助容量ＣＳ２Ｂの補助容量対向電極は同一のＣＳバスライン１１３－１に電気的に接
続されており、補助容量ＣＳ１Ｂおよび補助容量ＣＳ２Ａの補助容量対向電極は同一のＣ
Ｓバスライン１１３－２に電気的に接続されている。上述と同様に、ＣＳバスライン１１
３－１およびＣＳバスライン１１３－２に、ＣＳ電圧として図９に示したように、互いに
位相が１８０°異なり、振幅がＶａｄの矩形波を用いる場合を考える。補助容量ＣＳ１Ａ
、ＣＳ１Ｂ、ＣＳ２ＡおよびＣＳ２Ｂの有する容量値をそれぞれＣｃｓ１Ａ、Ｃｃｓ１Ｂ
、Ｃｃｓ２ＡおよびＣｃｓ２Ｂとすると、ＣＳバスライン１１３－１とＣＳバスライン１
１３－２とから供給されるＣＳ電圧の位相は互いに逆相なので、副絵素ＳＰ１に対する実
効的な補助容量の値Ｃｃｓ１αはＣｃｓ１Ａ－Ｃｃｓ１Ｂとなり、副絵素ＳＰ２に対する
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実効的な補助容量の値Ｃｃｓ２αはＣｃｓ２Ａ－Ｃｃｓ２Ｂとなる。従って、図１１を参
照して説明したように、カラー表示画素を構成する複数の色絵素（ここでは、Ｒ，Ｇ、お
よびＢの三原色絵素）の内で青色絵素のＣｃｓ１αまたはＣｃｓ２αを他の色絵素のＣｃ
ｓ１αまたはＣｃｓ２αよりも小さくすることによって、青色絵素におけるΔＶαの値を
他の色絵素におけるΔＶαの値よりも小さくできる。図１２に示した例では、青色絵素、
すなわち（ｍ、ｎ＋１）絵素において、Ｃｃｓ１ＢおよびＣｃｓ２Ｂを大きくすることで
、Ｃｃｓ１αおよびＣｃｓ２αを小さくしている。
【００９９】
　また、図１２に示すように、Ｃｃｓ１β＝Ｃｃｓ１Ａ＋Ｃｃｓ１ＢおよびＣｃｓ２β＝
Ｃｃｓ２Ａ＋Ｃｃｓ２Ｂとするとき、Ｃｃｓ１βおよびＣｃｓ２βが全ての色絵素につい
て略同一としているので、上述したΔＶｄが色絵素毎に異なることによる問題の発生を回
避することができる。具体的には、（ｍ、ｎ）絵素および（ｍ、ｎ＋１）絵素の双方のＣ
ｃｓ１βおよびＣｃｓ２βは同じ値となっている。
【０１００】
　さらに、図１２に示した例では、副絵素ＳＰ１における液晶容量Ｃｌｃ１と補助容量Ｃ
ｃｓβ１との比と、副絵素ＳＰ２における液晶容量Ｃｌｃ２と補助容量Ｃｃｓβ２との比
とを略同一としている。副絵素ＳＰ１およびＳＰ２の液晶層の厚さは同じであるので、各
副絵素の液晶容量は副絵素電極の面積に比例する。副絵素ＳＰ２の面積は副絵素ＳＰ１の
約３倍であるので、液晶容量も約３倍である。従って、副絵素ＳＰ２の補助容量の容量値
Ｃｃｓ２βを副絵素ＳＰ１の補助容量の容量値Ｃｃｓ１βの約３倍となるように設定する
ことによって、副絵素ＳＰ１における液晶容量Ｃｌｃ１と補助容量Ｃｃｓβ１との比と、
副絵素ＳＰ２における液晶容量Ｃｌｃ２と補助容量Ｃｃｓβ２との比とを略同一としてい
る。
【０１０１】
　さらに、図１２に示した例では、青色絵素以外の絵素（ここでは（ｍ、ｎ）絵素）と青
色絵素（ここでは（ｍ、ｎ＋１）絵素）における開口部（光が透過する領域）の形状が略
同一になるように、ドレイン引出し配線１１７－１および１１７－２ならびにドレイン引
出し配線の拡張部１１７－１Ｅ、１１７－２Ｅ、１１７－１Ｅ１、１１７－１Ｅ２、１１
７－２Ｅ１、１１７－２Ｅ２を配置している。このように、全ての絵素内の開口部の形状
を略同一とすることによって、表示の均一性を高めることができる。
【０１０２】
　次に、図１３および図１４を参照して、本発明によるさらに他の実施形態の液晶表示装
置を説明する。
【０１０３】
　図１３は、２分割絵素構造を有する液晶表示装置３００における一方の副絵素の等価回
路を示す。
【０１０４】
　図８を参照して上述したように、青色絵素におけるΔＶα値が最も小さくなるように青
色絵素の補助容量の容量値を小さくすると、青色絵素のΔＶｄが他の色絵素のΔＶｄと異
なる。そこで、液晶表示装置３００においては、青色絵素における補助容量の容量値の低
下分を補償するために、隣接行のゲートバスラインを利用して、ゲート・ドレイン間容量
ＣＧＤ－１を形成している。ここでは、ｍ行に属する青色絵素について、（ｍ－１）行の
ゲートバスラインとの間にＣＧＤ－１を形成しているが、これに限らず、（ｍ＋１）行の
ゲートバスラインとの間にＣＧＤ－１を形成してもよい。このように、オフ電位にあるゲ
ートバスラインとの間に補償用ゲート・ドレイン間容量ＣＧＤ－１（容量値はＣCGD-1と
表す）を形成すると、ΔＶｄ＝Ｃｇｄ／（Ｃｌｃ＋Ｃｃｓ＋ＣCGD-1）となる。従って、
ＣCGD-1を調整することにより、すなわち、青色絵素の補助容量の容量値と他の色絵素の
補助容量の容量値との差と等しくすることによって、ΔＶｄの値を全ての色絵素について
等しくすることができる。
【０１０５】
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　図１４に本発明による実施形態の液晶表示装置３００Ａの絵素構造を示す。液晶表示装
置３００Ａの等価回路は図１３に示した液晶表示装置３００と同じである。図１４には、
行列状に配列された絵素のうち、ｍ行ｎ列およびｍ行ｎ＋１列の２つの絵素のＴＦＴ基板
上の構造を模式的に示している。ｍ行ｎ列の絵素は、赤色絵素または緑色絵素であり、ｍ
行ｎ＋１列の絵素は青色絵素である。液晶表示装置３００Ａの各絵素Ｐは、第１副絵素Ｓ
Ｐ１および第２副絵素ＳＰ２を有する。液晶表示装置３００Ａは、図１に示したマルチ絵
素構造を有しており、第１副絵素ＳＰ１と第２副絵素ＳＰ２との面積比は１：１である。
【０１０６】
　液晶表示装置３００Ａは図１２に示した液晶表示装置２００Ａと異なり、各副絵素は１
つの補助容量だけを有している。すなわち、副絵素ＳＰ１は、ＣＳバスライン１１３－１
とドレイン引出し配線１１７－１の拡張部１１７－１Ｅとの間に形成された補助容量ＣＳ
１Ａだけを有し、ＣＳバスライン１１３－２との間には補助容量を有していない。また、
副絵素ＳＰ２は、ＣＳバスライン１１３－２とドレイン引出し配線１１７－２の拡張部１
１７－２Ｅとの間に形成された補助容量ＣＳ２Ａだけを有し、ＣＳバスライン１１３－１
との間には補助容量を有していない。この点において、液晶表示装置３００Ａは液晶表示
装置２００Ａよりも単純な構成を有している。
【０１０７】
　液晶表示装置３００Ａでは、青色絵素（すなわち、（ｍ、ｎ＋１）絵素）の補助容量Ｃ
Ｓ１ＡおよびＣＳ２Ａの容量値（面積）を他の色絵素（すなわち、（ｍ、ｎ）絵素）の補
助容量ＣＳ１ＡおよびＣＳ２Ａの容量値（面積）よりも小さくすることによって、青色絵
素のΔＶαを他の色絵素のΔＶαよりも小さくしている。
【０１０８】
　青色絵素（すなわち（ｍ、ｎ＋１）絵素）に注目する。ドレイン引出し配線１１７－１
は、副絵素ＳＰ１の補助容量ＣＳ１Ａを形成する第１拡張部１１７－１Ｅ１を有するとと
もに、ゲートバスライン１１２（ｍ－１）と重なる第２拡張部１１７－１Ｅ２を有してい
る。第２拡張部１１７－１Ｅ２とゲートバスライン１１２（ｍ－１）とが重なる領域に、
補償用ゲート・ドレイン間容量ＣＧＤ－１ａが形成される。一方、ドレイン引出し配線１
１７－２は、副絵素ＳＰ２の補助容量ＣＳ２Ａを形成する第１拡張部１１７－２Ｅ１を有
するとともに、ゲートバスライン１１２（ｍ＋１）と重なる第２拡張部１１７－２Ｅ２を
有している。第２拡張部１１７－２Ｅ２とゲートバスライン１１２（ｍ＋１）とが重なる
領域に、補償用ゲート・ドレイン間容量ＣＧＤ－２ａが形成される。
【０１０９】
　青色絵素以外の色絵素（すなわち（ｍ、ｎ）絵素）と、青色絵素（すなわち（ｍ、ｎ＋
１）絵素）とを比較すると、補助容量ＣＳ１Ａの容量値（図面中の面積）は（ｍ、ｎ＋１
）絵素よりも（ｍ、ｎ）絵素において大きいのに対し、補償用ゲート・ドレイン間容量Ｃ
ＧＤ－１ａおよびＣＧＤ－２ａは（ｍ、ｎ＋１）絵素にのみ設けられている。すなわち、
補償用ゲート・ドレイン間容量ＣＧＤ－１ａおよびＣＧＤ－２ａによって、（ｍ、ｎ＋１
）絵素の補助容量ＣＳ１Ａの容量値が（ｍ、ｎ）絵素よりも小さい分を補償している。
【０１１０】
　なお、（ｍ、ｎ）絵素および（ｍ、ｎ＋１）絵素のいずれにも、ゲート・ドレイン間容
量ＣＧＤ－１ｂおよびＣＧＤ－２ｂが形成されている。これは、（ｍ、ｎ）絵素を駆動す
るためのゲートバスライン（ｍ）の拡張部とドレイン引出し配線（１１７－１または１１
７－２）との間に形成される容量であるので、この容量値はΔＶｄを表す上記式の分子の
Ｃｇｄに含まれるものであり、Ｃｇｄの値を調整するために設けられている。
【０１１１】
　液晶表示装置３００Ａの構成を採用すると、液晶表示装置２００Ａよりも単純な構成で
ΔＶｄの値を全ての色絵素について等しくすることができる。
【０１１２】
　また、図１４に示した例では、青色絵素以外の絵素（ここでは（ｍ、ｎ）絵素）と青色
絵素（ここでは（ｍ、ｎ＋１）絵素）における開口部（光が透過する領域）の形状が略同
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一になるように、ドレイン引出し配線１１７－１および１１７－２ならびにゲートバスラ
イン１１２（ｍ）の拡張部を配置している。このように、全ての絵素内の開口部の形状を
略同一とすることによって、表示の均一性を高めることができる。なお、液晶表示装置３
００Ａも、液晶表示装置２００Ａと同様に、層間絶縁膜を介して副絵素電極１１１－１お
よび１１１－２をソースバスライン１１４（ｎ）と重ねることによって、画素開口率を向
上させた構造を有している。
【０１１３】
　図１５に本発明による実施形態の液晶表示装置４００Ａの絵素構造を示す。液晶表示装
置４００Ａの等価回路は図８に示した液晶表示装置１００と同じである。図１５には、行
列状に配列された絵素のうち、ｍ行ｎ列およびｍ行ｎ＋１列の２つの絵素のＴＦＴ基板上
の構造を模式的に示している。ｍ行ｎ列の絵素は、赤色絵素または緑色絵素であり、ｍ行
ｎ＋１列の絵素は青色絵素である。液晶表示装置４００Ａの各絵素Ｐは、第１副絵素ＳＰ
１および第２副絵素ＳＰ２を有する。液晶表示装置４００Ａは、図１に示したマルチ絵素
構造を有しており、第１副絵素ＳＰ１と第２副絵素ＳＰ２との面積比は１：１である。
【０１１４】
　液晶表示装置４００Ａでは、青色絵素（すなわち、（ｍ、ｎ＋１）絵素）の補助容量Ｃ
Ｓ１およびＣＳ２の容量値（面積）を他の色絵素（すなわち、（ｍ、ｎ）絵素）の補助容
量ＣＳ１およびＣＳ２の容量値（面積）よりも小さくすることによって、青色絵素のΔＶ
αを他の色絵素のΔＶαよりも小さくしている。
【０１１５】
　ΔＶｄの調整は、ＴＦＴのＣｇｄ（ΔＶｄを与える式の分子）を調整することによって
行っている。
【０１１６】
　図１５に示したように、ＴＦＴ１１６－１において、ドレイン電極１１６－１Ｄａおよ
び１１６－１Ｄｂが、それぞれゲート電極１１６－１Ｇと重なる面積が、（ｍ、ｎ）絵素
の方が（ｍ、ｎ＋１）絵素においてよりも大きい。同様に、ＴＦＴ１１６－２において、
ドレイン電極１１６－２Ｄａおよび１１６－２Ｄｂが、それぞれゲート電極１１６－２Ｇ
と重なる面積が、（ｍ、ｎ）絵素の方が（ｍ、ｎ＋１）絵素においてよりも大きい。従っ
て、（ｍ、ｎ）絵素のＴＦＴ１６６－１のＣｇｄの容量値は、このドレイン電極がゲート
電極と重なる面積が大きい分（ＣＧＤ－１ａおよびＣＧＤ－１ｂ）だけ、（ｍ、ｎ＋１）
絵素のＴＦＴ１６６－１のＣｇｄの容量値よりも大きい。同様に、（ｍ、ｎ）絵素のＴＦ
Ｔ１６６－２のＣｇｄの容量値は、このドレイン電極がゲート電極と重なる面積が大きい
分（ＣＧＤ－２ａおよびＣＧＤ－２ｂ）だけ、（ｍ、ｎ＋１）絵素のＴＦＴ１６６－２の
Ｃｇｄの容量値よりも大きい。このＣｇｄの容量値の違いを調整することによって、補助
容量の容量値の違いを補償している。
【０１１７】
　この構成を採用すると、ＴＦＴ部分以外の構成は全ての絵素について同じでよいので、
全ての絵素内の開口部の形状は同一であり、表示の均一性が高い。なお、液晶表示装置４
００Ａも、液晶表示装置２００Ａおよび３００Ａと同様に、層間絶縁膜を介して副絵素電
極１１１－１および１１１－２をソースバスライン１１４（ｎ）と重ねることによって、
画素開口率を向上させた構造を有している。
【０１１８】
　図１６に本発明による実施形態の液晶表示装置５００Ａの絵素構造を示す。液晶表示装
置５００Ａの等価回路は図８に示した液晶表示装置１００と同じである。図１６には、行
列状に配列された絵素のうち、ｍ行ｎ列およびｍ行ｎ＋１列の２つの絵素のＴＦＴ基板上
の構造とともに、対向基板側に設けられるリブの配置を模式的に示している。ｍ行ｎ列の
絵素は、赤色絵素または緑色絵素であり、ｍ行ｎ＋１列の絵素は青色絵素である。液晶表
示装置５００Ａの各絵素Ｐは、第１副絵素ＳＰ１および第２副絵素ＳＰ２を有する。液晶
表示装置５００Ａは、図１に示したマルチ絵素構造を有しており、第１副絵素ＳＰ１と第
２副絵素ＳＰ２との面積比は１：１である。
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【０１１９】
　液晶表示装置５００Ａは、ＭＶＡモードの液晶表示装置であり、副絵素電極１１１－１
および１１１－２はそれぞれ図示したようにスリットを有し、スリットの近傍に生成され
る斜め電界と、対向基板の液晶層側に形成されたリブによる配向規制力とによって、液晶
分子を所定の方向に配向させる。副絵素ＳＰ１およびＳＰ２のそれぞれにおいて、電圧印
加時に液晶分子が倒れる方向が９０°ずつ異なる４つの液晶ドメインが形成されるように
、スリットおよびリブが配置されている。なお、スリットおよびリブの配置はこれに限ら
れないが、視角特性の観点から、副絵素ごとに４つの液晶ドメインが形成されることが好
ましい。
【０１２０】
　液晶表示装置５００Ａでは、青色絵素（すなわち、（ｍ、ｎ＋１）絵素）の副絵素電極
１１１－１および１１１－２の面積を他の色絵素（すなわち、（ｍ、ｎ）絵素）の副絵素
電極１１１－１および１１１－２の面積よりも小さくすることによって、青色絵素の液晶
容量Ｃｌｃ１およびＣｌｃ２ならびに補助容量Ｃｃｓ１およびＣｃｓ２（図８参照）を他
の色絵素よりも小さくしている。
【０１２１】
　この構造は層間絶縁膜の膜厚が比較的薄い場合であり、副絵素電極１１１－１および１
１１－２はソースバスライン１１４（ｎ）と重ならないように配置されている。また補助
容量ＣＳ１およびＣＳ２は、ＣＳバスライン１１３－１および１１３－２にソースバスラ
イン１１４（ｎ）と平行な延設部１１３－１Ｅおよび１１３－２Ｅを設け、延設部１１３
－１Ｅおよび１１３－２Ｅの一部を含むＣＳバスライン１１３－１および１１３－２と、
各副絵素電極１１１－１および１１１－２とを層間絶縁膜（不図示）を介して重ねること
によって、補助容量のほとんどを形成している。ここでは、ＣＳバスライン１１３－１お
よび１１３－２の延設部１１３－１Ｅおよび１１３－２Ｅはそれぞれ対応する副絵素電極
１１１－１および１１１－２の両側のエッジと重なる様に一対ずつ設けられているがこれ
に限られない。また、層間絶縁膜の厚さは、その比誘電率および面積に応じて適宜設定さ
れ得る。なお、ドレイン引出し配線１１７－１および１１７－２の拡張部１１７－１Ｅお
よび１１７－２ＥとＣＳバスライン１１３－１および１１３－２とが重なる部分も補助容
量に寄与する。
【０１２２】
　前述の液晶表示装置２００Ａ等では、青色絵素のΔＶαを異ならせるために補助容量Ｃ
Ｓの容量値のみを調節していたのに対し、液晶表示装置５００Ａでは液晶容量Ｃｌｃおよ
び補助容量ＣＳの容量値を調節している点が異なる。副絵素電極を小さくすると、液晶容
量Ｃｌｃおよび補助容量ＣＳの容量値がともに小さくなるが、補助容量ＣＳの容量値の減
少の割合が大きいため、結果的に青色絵素のΔＶαを小さく設定できる。
【０１２３】
　液晶表示装置５００Ａにおいて、ΔＶｄの調整は、前述の液晶表示装置４００Ａと同様
にＴＦＴのＣｇｄ（ΔＶｄを与える式の分子）を調整することによって行っている。なお
、図１６に示したように、液晶表示装置５００Ａにおいては、ＴＦＴ１１６－１および１
１６－２のドレイン電極１１６－１Ｄおよび１１６－２Ｄの面積を（ｍ、ｎ）絵素におい
て、（ｍ、ｎ＋１）絵素においてよりも相対的に大きくするとともに、ソース電極１１６
Ｓの面積も大きくしている。このような構成を採用することによって、（ｍ、ｎ）絵素の
Ｃｇｄの容量値を相対的に大きくするとともに、ＴＦＴのチャネル幅を効果的に大きくで
きる。
【０１２４】
　図１７に本発明による実施形態の液晶表示装置６００Ａの絵素構造を示す。液晶表示装
置６００Ａの等価回路は図８に示した液晶表示装置１００と同じである。図１７には、行
列状に配列された絵素のうち、ｍ行ｎ列およびｍ行ｎ＋１列の２つの絵素のＴＦＴ基板上
の構造とともに、対向基板側に設けられるリブの配置を模式的に示している。また、図１
８Ａに図１７中の１８Ａ－１８Ａ’線に沿った断面図を示し、図１８Ｂに、図１７中の１
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８Ｂ－１８Ｂ’線に沿った断面図を示す。
【０１２５】
　液晶表示装置６００Ａは、液晶表示装置５００Ａと同様の配向分割構造を有するＭＶＡ
モードの液晶表示装置である。ｍ行ｎ列の絵素は、赤色絵素または緑色絵素であり、ｍ行
ｎ＋１列の絵素は青色絵素である。液晶表示装置６００Ａの各絵素Ｐは、第１副絵素ＳＰ
１および第２副絵素ＳＰ２を有する。液晶表示装置６００Ａは、図１に示したマルチ絵素
構造を有しており、第１副絵素ＳＰ１と第２副絵素ＳＰ２との面積比は１：１である。
【０１２６】
　液晶表示装置６００Ａは、前述の液晶表示装置５００Ａと同様に、ソースバスライン１
１４（ｎ）と副絵素電極１１１－１および１１１－２との間に比較的薄い層間絶縁膜１２
６を有している（図１８Ａおよび図１８Ｂ参照）。そのため、副絵素電極１１１－１およ
び１１１－２はソースバスライン１１４（ｎ）と重ならないように配置されている。また
、液晶表示装置６００Ａは、前述の液晶表示装置２００Ａ等におけるゲート絶縁膜１２２
に加えて、ゲート絶縁膜１２２上に形成されたＳＯＧ（スピンオンガラス）膜１２１を有
している。ＳＯＧ膜の材料としては、有機成分を含むスピンオンガラス材料（いわゆる有
機ＳＯＧ材料）を好適に用いることができ、特に、Ｓｉ－Ｏ－Ｃ結合を骨格とするＳＯＧ
材料や、Ｓｉ－Ｃ結合を骨格とするＳＯＧ材料を好適に用いることができる。ＳＯＧ材料
とは、スピンコート法などの塗布法によってガラス膜（シリカ系皮膜）を形成し得る材料
である。
【０１２７】
　ＳＯＧ膜１２１は比較的厚いので、ＴＦＴの半導体層１２３（図１８Ａ参照）とゲート
電極１１２（ｍ）との間に存在すると、ＴＦＴが正常に動作しないため、ＴＦＴ１１６－
１および１１６－２においてゲート絶縁膜１２２がゲート絶縁膜として機能する領域には
形成されない。この領域を図１７および図１８Ａ中では、ＳＯＧ膜除去領域１１８Ｔとし
て示している。
【０１２８】
　また、ＳＯＧ１２１膜は比誘電率が低い（例えば４以下）なので、電極間にＳＯＧ膜１
２１を設けると、形成される容量の値は小さいものとなる。例えば、図１８Ｃに示した構
成では、ＣＳバスライン１１３－１と副絵素電極１１１－１および１１１－２との間にＳ
ＯＧ膜１２１が存在しているため、これらの電極間に形成される容量の容量値は小さく、
補助容量に対する寄与は小さい。
【０１２９】
　液晶表示装置６００Ａでは、図１７および図１８Ｂに示すように、ドレイン引出し配線
の拡張部１１７－１Ｅおよび１１７－２ＥとＣＳバスライン１１３－１および１１３－２
との間に、ＳＯＧ膜除去領域１１８Ｃ１および１１８Ｃ２を設けることによって、補助容
量を形成している。すなわち、ＳＯＧ膜除去領域１１８Ｃ１に補助容量ＣＳ１が形成され
、ＳＯＧ膜除去領域１１８Ｃ２に補助容量ＣＳ２が形成されている。
【０１３０】
　液晶表示装置６００Ａにおいては、青色絵素（すなわち、（ｍ、ｎ＋１）絵素）の補助
容量ＣＳ１およびＣＳ２の容量値を他の色絵素（すなわち、（ｍ、ｎ）絵素）の補助容量
ＣＳ１およびＣＳ２の容量値よりも小さくすることによって、青色絵素のΔＶαを他の色
絵素よりも小さくしている。
【０１３１】
　ΔＶｄの調整は、前述の液晶表示装置４００Ａおよび５００Ａと同様にＴＦＴのＣｇｄ
（ΔＶｄを与える式の分子）を調整することによって行っている。また、液晶表示装置５
００Ａと同様に、ＴＦＴ１１６－１および１１６－２のドレイン電極１１６－１Ｄおよび
１１６－２Ｄの面積を（ｍ、ｎ）絵素において、（ｍ、ｎ＋１）絵素においてよりも相対
的に大きくするとともに、ソース電極１１６Ｓの面積も大きくしている。このような構成
を採用することによって、（ｍ、ｎ）絵素のＣｇｄの容量値を相対的に大きくするととも
に、ＴＦＴのチャネル幅を効果的に大きくできる。
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【０１３２】
　ΔＶｄの調整を、Ｃｇｄを調整することによって行う方法には種々のバリエーションが
あり得る。ＴＦＴの構成に応じて、適宜、方法を選択すれば良く、２種類以上の方法を組
み合わせても良い。ＴＦＴのＣｇｄを調整するための方法のバリエーションの例を図１９
（ａ）～（ｇ）に示す。
【０１３３】
　図１９（ａ）に示すＴＦＴ部７０Ａでは、ドレイン電極１１６－１Ｄおよびドレイン電
極１１６－２Ｄを拡大することによって、青色絵素以外の色絵素のＣｇｄを増大させてい
る。
【０１３４】
　図１９（ｂ）に示すＴＦＴ部７０Ｂでは、ドレイン電極１１６－１Ｄおよびドレイン電
極１１６－２Ｄとともにソース電極１１６Ｓを拡大することによって、青色絵素以外の色
絵素のＣｇｄを増大させるとともに、ＴＦＴのチャネル幅を効果的に大きくしている。
【０１３５】
　これらについては上述したとおりである。さらに、図１９（ｃ）～（ｇ）に示す方法を
利用することができる。
【０１３６】
　図１９（ｃ）に示すＴＦＴ部７０Ｃでは、ドレイン電極１１６－１Ｄを拡大することに
よって、青色絵素以外の色絵素のＣｇｄを増大させている。ドレイン電極の拡大方向をゲ
ートバスラインと同方向にすることで開口率の低下を最小限にしている。
【０１３７】
　図１９（ｄ）に示すＴＦＴ部７０Ｄでは、ドレイン電極１１６－１Ｄとともにソース電
極１１６Ｓを拡大することによって、青色絵素以外の色絵素のＣｇｄを増大させるととも
に、ＴＦＴのチャネル幅を効果的に大きくしている。ＴＦＴのチャネル幅の拡大方向をゲ
ートバスラインと同方向にすることで開口率の低下を最小限にしている。
【０１３８】
　図１９（ｅ）に示すＴＦＴ部７０Ｅでは、ドレイン電極１１６Ｄの先端部を拡大しＣＧ
Ｄ－１を形成することによって、青色絵素以外の色絵素のＣｇｄを増大させるとともに、
ＴＦＴの縦方向のチャネル幅を大きくしている。ソース電極１１６Ｓの形状を変更するこ
とが無いため、ソースバスライン１１４の負荷の増加はほとんど無い。
【０１３９】
　図１９（ｆ）に示すＴＦＴ部７０Ｆでは、ドレイン電極１１６－１Ｄ、１１６－２Ｄを
拡大することによって、青色絵素以外の色絵素のＣｇｄを増大させるとともに、ＴＦＴの
チャネル幅を効果的に大きくしている。ソース電極１１６Ｓの形状を変更することが無い
ため、ソースバスライン１１４の負荷の増加はほとんど無い。
【０１４０】
　図１９（ｇ）に示すＴＦＴ部７０Ｇでは、ドレイン電極１１６－１Ｄ、１１６－２Ｄと
ともにソース電極１１６Ｓ１、１１６Ｓ２を拡大することによって、青色絵素以外の色絵
素のＣｇｄを増大させるとともに、ＴＦＴのチャネル幅を７０Ｆに比べより効果的に大き
くしている。
【０１４１】
　このほかに、図２０に示す液晶表示装置７００Ａの構成を採用することもできる。
【０１４２】
　液晶表示装置７００Ａは、図１２に示した液晶表示装置２００Ａと基本的な構成は同じ
である。液晶表示装置２００Ａにおいては、各副絵素に対応して２つの補助容量（例えば
、副絵素ＳＰ１に対して補助容量ＣＳ１ＡおよびＣＳ１Ｂ）を設け、これらの容量値を青
色絵素と他の色絵素との間で異ならせることによって、ΔＶαを異ならせていた。これに
対し、液晶表示装置７００Ａにおいては、各副絵素が２つの補助容量（例えば、副絵素Ｓ
Ｐ１に対して補助容量ＣＳ１ＡおよびＣＳ１Ｂ）を有するが、各補助容量の容量値は全て
の色絵素について同じに設定してある。液晶表示装置７００Ａにおいては、青色絵素（す
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第２副画素ＳＰ２用のドレイン引出し配線１１７－２とをドレイン短絡線１１７－３によ
って短絡させ、青色絵素におけるΔＶαを実質的にゼロにしている。すなわち、青色絵素
だけマルチ絵素構造をとらないことになるので、青色の階調特性の視角依存性が劣ること
になるが、色づきやΔＶｄのばらつきに起因する問題は発生しない。
【０１４３】
　図２０に示した構成を除いて、図１２～図１９を参照して説明した構成はそれぞれ前述
したように単独で用いても良いし、他の構成と組み合わせて用いても良い。
【０１４４】
　図２１に本発明による実施形態の液晶表示装置における色絵素毎のΔＶｄの階調依存性
を示す。図２１に示すグラフは、図１０を参照して説明した液晶表示装置について、斜め
視角における黄色シフトを抑制するために、青色絵素の補助容量の容量値の他の色絵素の
補助容量の容量値に対する比Ｘを最適である０．５６とした場合の各色絵素のΔＶｄを示
している。曲線Ｌ（Ｂ）は青色絵素のΔＶｄを示し、曲線Ｌ’（Ｒ，Ｇ）は補助容量値の
違いを補償していない、他の色絵素のΔＶｄを示し、曲線Ｌ（Ｒ，Ｇ）はＣｇｄを調整す
ることによって、他の色絵素のΔＶｄを青色絵素のΔＶｄと略同じにしたものである。
【０１４５】
　図２１から明らかなように、Ｘ＝０．５６とし、補助容量の違いを全く補償しないと、
青色絵素と他の色絵素との間のΔＶｄの違いは０．５Ｖ（５００ｍＶ）を超える。本発明
者の検討によると、ΔＶｄの違いが１５０ｍＶを越えるとフリッカーが生じるとともに信
頼性が低下する。ΔＶｄの違いが５０ｍＶを越えると表示品位の低下として視認されるこ
とがある。これらのことから、製品レベルでΔＶｄの違いによる問題を回避するためには
、少なくともある１つの階調においてΔＶｄを５０ｍＶ以下に抑制すればよい。本明細書
において、ΔＶｄが略同一ということは、ΔＶｄの差が５０ｍＶ以下であることを意味す
る。図２１に示した例では、１４０階調における曲線Ｌ（Ｂ）と曲線Ｌ（Ｒ，Ｇ）との差
は４ｍＶと、非常に低いことが分かる。
【０１４６】
　上記の実施形態では、各絵素を２つの副絵素に分割したマルチ絵素構造を例示したが、
これに限られず各絵素を３以上の副絵素に分割しても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１４７】
　本発明の液晶表示装置は、液晶テレビなどの高い視野角特性が要求される用途に好適に
用いられる。
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